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Esta invencidn se relaciona en general con sisbtemas
formadores de imégenes y mis especificamente con un perfec-—
cionado sistema fotoelectrosologrifico de formacidn de imé-
genes.

Recientemente se ha creado un sistema fotoelectroso-
logréfico de formacién de imégenes, capaz de producir imé-
genes de elevada calidad y excelente resolucidn. Este sis-
tems. se describe con detalle y se reivindica en la solicitud
copendiente nimero %31.608, depositada el 26 de septiembre §
1.966. En una versidn tipica de este sistema @ formacidn
de imAgenes, se aplica como revestimiento una capa de mabe-
rial reblandecible sobre un substrato conductor y a dicha
capa reblandecible se le aplica otra de material fotooonduc—
tor fracturable que forma una placa en la gue pueden formar-
se imdgenes. La capa fracturable puede ser desmenuzada y la
capa reblandecible puede ser soluble en un disolvente que
no ataque a la capa fracturable. Sobre la superficie de la
capa fracturable se forma una imagen labente electrostatica,
por ejemplo medisnte uniforme carga electrostatica y expo-
sicibn a un espectro de radiacidn electromagnética activa-
dora. La capa reblandecible es reblandecida luego, por ejem-
plo mediante inmersidn de la placa en un disolvente. Por-
ciones de la capa fracturable que no han retenido una car-
ga electrostitica emigran a través de la capa reblandecible
mientras es reblandecida o disuelta, dejando una imagen so-
bre el substrato conductor, que se adapta a un negativo del
original. Las porciones de la capa fracturable que no emi-
gran al substrato conductor y a la capa reblandecible pueden
lavarse con un disolvente de la capa reblandecible. La ima-~

gen qué resulta es de elevada calidad y de resolucidn espe-
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cialmente elevada. En la solicitud copendiente antes mencio-
nada se describen también otras versiones variantes;

Otro sistema de formacidn de imigenes recientemente
creado y descrito en la solicitud copendiente nfimero 331608
depositada el 26 de septiembre de 1,966, denominado "forma-
cidn electrosologrifica de imAgenes", utiliza particulas no
fotoconductoras aplicadas como revestimienbo sobre une capa
soluble no fotoconductora situada sobre un substrato conduc
tor. En este caso, se forma una imagen latente eledrostati-
ca mediante carga de corona a través de un estarcido. Cuandqg
la lémina provista de imegen es expuesta a un disolvente de
la capa reblandecible, las particulés emigran al substrato
con una configuracidén de imagen, lLas particulas indeseadas
son lavadas con la capa soluble..Aunque este procedimiento
de formacidén de imidgenes no requiere materiales fotoconduc-
tores, es considerablemente limitado en el sentido de que
el espectro de cargas ha de aplicarse con una configuracidn
de imagen, por ejemplo mediante carga de corona a través de
un estarcido.

Cada uno de esbos dos sistemas de formacidn de imé-
genes e capaz de producir imlgenes excelentes. Sin embargo
cada uno de ellos presenta limitaciones. El sistema fotoeled
trosologrifico anteriormente descrito requiere que la capa
fracturable comprenda un material fotoconductor. Ordinaria-
mente, esta capa presenta la forma de particulas. Muchos
de los fotoconductores mas sensibles no producen imégenes
desesbles. Generalmente, el color de las particulas fotocon-
ductoras es distinto al negro, de manera que la imagen finall
producida no es de negro sobre blando. Fotoconductores ti-

picos tiles en este sistema incluyen al selenio rojo oscurd
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¥ a la ftalocianina azul-verde. Como una gran pfoparcion
del fotoconductor es lavada con la capa soluble, el proce-
dimiento puede resulbtar indebidamente costoso cuando 4 ma-
terial fotoconductor es de elevado precio. Asimismo, cuando
el fotoconductor tiene propiedades téxicas, su manejo en so-
lucidén o disperso en el disolvente puede ser peligroso para
el personal operario.

El sistema electrosologréfico anteriormente descrito
es 1limitado en el sentidode que la imagen latenbte electros—
tética ha de formarse originalmente con configuracidn de
imégen. Esto limita la imagen a las que pueden producirse
a partir de un estarcido o medio similar.

Asi, existe una necesidad continua de métodos y ma-
teriales perfeccionados para la formacidn de imdgenes de
tipo fotoelectrosologrifica.

Por consiguiente, un objeto de la presente invencidn
es proporcionar un sistema fotoelectrosologrifico de forma-
cibn de imdgenes que venza las desventajas anteriormente
gefialadas.

Otro objeto de esta invencién es la provisidn de un
sistema fotoelectrosologréfico de formacién de imdgenes ,ca-
paz de producir imdgenes de elevada densidad y alta resclu-
cidn. .

Otro objeto es proporcionar un sistema fotoelectrosg
logrifico de formacidén de imigenes , en el que estas se
forman a partir de una amplia gama de materiales no fotoconH
ductores.

Tos citados objetos y otros se consiguen mediante

la provisidén de un sistema fotolectrosologréficd de forma-

s’
Clon de jimagenes, que utiliza una placa que comprende un
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| fotoelectrosolografico de formacién de imigenes de esta in-

" un disolvente de dicha capa), en virtud de lo cual porcio-
. nes de la citada capa fracturable emigran al substrato y per
; manecen fijadas al mismo, y la separacidn de dicha capa re-
- blandecible y de las porciones no emigradas de la referida

' capa fracturable, dejsndo una imagen correspondiente al ori-

. placas recien preparadas producen generalmente imédgenes po-

! sitivas, mientras que las placas bien envejecidas (varios

en dicha capa reblandecible. FMundamentalmente, el sistema

+ ducen imigenes , positivas o negativas, pero de calidad

341082

substrato comuctor al que se ha aplicado una capa de reves-
timiento fotoconductora reblandecible, a la que a su vez se
le aplica otra capa inerte y fracturdble de material aislan-

te. Como variante, el material inerte puede dispersarse

vencidn comprende la formacidn de una imagen latente elec—
trostatica sobre la superficie de la anterior placa (cargan-
do uniforme y electrostéticamente la superficie de dicha

placa y exponiendo tal superficie a un espectro de radia-
cibén electromagnética activadora), el reblandecimiento de

dicha capa reblandecible (mediante calor o tratamiento con

ginal sobre el substrato conductor. Se ha observado que las

dias) producen generalmente imigenes negativas. Las placas

que han sido envejecidas durante un periodo intermedio pro-

alto inferior a la de las placas recientes o bien envejeci-
das. o se comprende por qué ocurre esta inversidn de imé-

genes. Sin embargo, pueden determinarse facilmente los tiem—
pos dptimos entre el revestimiento de las placas y la for-
macidén de imigenes para materiales particulares, a fin de

| producir excelentes imigenes positivas o negativas.

!

La placa fotoelectrosologréfica y el procedimiento 4

W
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formacidn de imfgenes de esta invencidn pueden entenderse
mejor con referencia a los dibujos en los cuales:

La figura 1 muestra una placa fotoelectrosologrifi-
ca anbes dela formacidén de imAgenes.

La‘;igura 2 muestra la operacidn de carga electros-
tatica de la placa de la figura 1.

La figura 3 muestra la exposicidn de la placa de
la figura 1 a radiacidén eledromagnética activadora en con-
figuracidn de espectro.

La figura 4 muestra la placa de la figura 1 durante
el revelado de la imagen latente electrostética; y

La figura 5 muestra la placa f£inal dotada de imagen.

Con referencia ahora a la figura 1, se muestra en
ella un dibujo esquemdtico de un ejemplo de una versidn de
la placa fotoelectrosologradfica de esta invencidn. En este
caso ejemplificativo, el subsbrato cornfictor 1 es de vidrio
NESA, un vidrio parcialmente transparente y revestido de 4xi
do de esbafio, obtenible en la Pittsburgh Plate Glass Company
Aplicada como revestimiento sobre la superficie del substra-
to conductor 1, hay una capa reblandecible 2 gue comprende
un material fotoconductor orginico. Sobre la superficie de
la capa reblandecible 2 hay una capa fracturable % gue com-
prende, en este caso ejgmplificativo, una capa de particu-
las aislantes conbiguas.

La operacidn de carga electrostitica uniforme mostra:
da en la figura 2 se realiza por medio de una cabeza de
carga de corona 4 que deposifta una carga negativa uniforme
sobre la superficie de la placa a su paso a través de la mis{
ma. Métodos de carga de corona tipicos soﬁ descritos por

Walkup en la pabente estadounidense nlmero 2.777.957 y por
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~asi la inyeccidn de cargas en las particulas contenidas en

t ciendo la capa reblandecible 2.

4

|
i
i

. te inmersién de la placa en un bafic 10 que contine un disol-

" vente de la capa reblandecible 2, que no disuelve al substra

lde las Areas expuestas permanecen con la capa reblandecible

2 al disolverse y lavarse de la superficie del subsbtrato cond

sobre el substrato conductor 1 que se adpta al original.

Carlson en la patente estadounidense nimero 2.588,699.
Después de cargarse uniformemente la superficie

de la placa , se expone a un espectro de radiacidn electro-

nmagnetica activadora, como se muestra en la figura 3. En

este caso, la placa es expuesbta por medio de una lente 5,

una transparencia en blanco y negro 6 y una fuente luminosa

7. La capa reblandecible y fotoconductora 2 se torna con-

ductora en las 4reas en las que incide la luz, permitiendo

tales &reas. Como se ve en la figura 3%, la luz incide sobre
toda la superficie de la placa , a excepcidén de las Areas
8 ¥ 9, en las que como se muestra permanece la carga. Asi,
se forma sobre la superficie de la placa una imagen latente

electrostatica., Esta imagen puede revelarse luego reblande-

La figura 4 muestra el revelado de la imagen median-

to conductor 1 ni a la capa fracburable 3. Al reblandecerse
la capa 2, las particulas situadas en las 4reas 8 vy 9 que
habfan retenido una carga despues de la exposicidn, emigran

a la superficie del substrato conductor 1. las particulas

ductor 1.
La placa final dotada de imagen se muestra en la fi-
gura 5. El disolvente ha lavado la capa reblandecible 2 y

las particulas de las Areas sin imagen, dejando una imagen

La Capa superficial, partes de la cual emigran al subg
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trato durante la formacidn de la imagen, puede comprender
cualguier material conductor o dslante adecuado. Aunque es
preferible para imigenes de la mas elevada resolucibn y den-
sidad que la capa superficial sea de particulas, puede com-
prender cualquier capa frafursble continua que sea capaz de
disociarse  durante la operacidén de revelado y que permita
la emigracidén de prciones al substrato con configuracidn

de imagen., Materiales tipicos incluyen pigmentos, tanto or-
génicos como inorgénicos, tales como dibdxido de titanio,
hierro pulverizado, 6xido de hierro, sulfato de bario, car-
bono, ftalocianina, materiales orglnicos que sean capaces
de transformarse en particulas, y mezclas de ellos. Cuando
la capa superficiél comprende material orgénico en forma de
particulas, por ejemplo polvos resinosos secados por pul-
verizacidén, es necesario que el material no sea enteramenbe
soluble en el disolvente de la capa inbtermedia. Sin embargo
con fiecuencia es deseable que la capa superficial sea lige-
ramente soluble en el disolvenbte , de manera que las parbti-
culas que alcanzan el substrato sean por lo menos ligera-
mente adherentes y autofijables, cuando el dislvente es eva-
porado.

Ia capa intermedia reblandecible puede comprender
cualquier material fotoconductor que sea capaz de reblande-
cerse a fin de permitir la emigracidén de particulas de la
capa superficial al substrato durante la formacidén de imé-
genes. Aunque la capa puede reblandecerse por calor, es pre-
ferible que el reblandecimiento se efectlie por medio de un
disolvente que no abaque a la capa superficial en la que
rebira la capa intermedia y porciones innecesarias de la

capa superficial durante la formacidén de imigenes, dejando
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© nileno, v mezclas de ellos. Tipicos &cidos Lewis que pueden

(hE
‘g?;mﬁ?

e
solamente las particulas que forman la imagen sobre la pla-
ca al término de las operaciones de formacién de imégenes.
La capa soluble puede comprender, por ejemplo ,fotoconduc-
tores organicos en una resina, polimeros fotoconductores
solubles, complejos de transferencia de cargas de ciertas
resinas aromdticas con 4cidos Lewis, y mezclas de ellos.
Fotoconductores orgénicos tipicos incluyen al antraceno,
2,5-bis=-(p-aminofenil)-1l,3,4-oxadiazol; 2-aril-4-arilideno-
oxazolonas; 4,5-difenilimidazolidinona; 2,5-bis~(p-aminofe
nil)-1,3,4~triazoles; 1,3-difenil-tetrahidroimidazoles, 1,2,
4,~triazinas, 1,2,5,6-tetraazociclooctatetranos-(2,4,6,8);
quinazolinas; 6-hidroxi-2-fenil-3-(p-dimetilaminofenil)-ben
zofurano;tiazolidonas; trifenilaminas; y mezclas de ellos.
Resinas aromiticas tipicas que pueden sensibilizarse con
édcidos Lewis incluyen al polivinilearbazol, resinas epoxi-
licas, resinas fenoxilicas, resinas de fenol-formaldehido,

polistirenos, policarbonatos, polisulfonas, éxido de polife

emplearse para sensibilizar las anteriores resinas, incluyen
a la 2,4,7-trinitro-9-fluorenona; &4,4-(dimetil-amino)benzo-
fenonajcloranil; 1,3,5-trinitrobenceno, y mezcla de ellos.
E1l substrato al we se aplican como revestimientos
la capa reblandecible y la fracturable puede comprender cual
quier material conductor adecuado. Tipicos materiales con-
ductores incluyen placas metdlicas, tales como de acero,
latén y aluminio; léminas transparentes provistas de reves-
timientos conductores, tales como vidrio revestido de &xido
de estafio y léminas o peliculas de papel o resina provistas

de aditivos incrementadores de la onductividad,cuando sea

necesario.
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Cuando la capa intermedia ha de reblandecerse ¥y se-~

pararse luego mediante un disivente, puede utilizarse cual-
gquier disolvente adecuado que disuelva a la capa intermedia
sin afectar adversamente a la capa fracturable. El parvi-
cular disoclvente elegido puede depender , naturalmente, del
particular mabterial usado para la capa reblandecible. Tipi-
cos disolventes adecuados para sisa con muchas capas reblan-+
decibles de resinas orgéinicas, incluyen al tebracloruro
de carbonc, hexano, ciclohexano, hepbano ¥ mezclas de ellos.

Los siguientes ejemplos ilustrarin adicionalmente
la placa susceptible de recibir imégenes Y el procedimiento
de formacién de aquellas de la invencién. Todas las partes
Y mxrcentajes son en peso, salvo indicacidén en contrario.
Los ejemplos que siguen deberan considerarse como ilustra-
tivos de varias versiones preferidas de la invencidn.

Ejemplo I

Se prepara una placa susceptible de recibir imAgenes
disolviendo inicialmente unas 9 partes de Bakelite Resin
5254, una resina fenblica de p—fénilfenol, obtenible en la
Union Carbide Corporation, en una mezcla disolvente consti-
tuida por 10 partes eproximadamente de tolueno ¥y unas 8 par-
tes de acetona. Se aflade aproximadamente 1 parte de 2,4,7-
trinitrofluorenona a la solucidn resinosa y se agita la mez-
cla hasta que todos los materiales quedan bien dispersos.
Esta solucidn es aplicada luego como revestimiento por flu-
jo sobre una lémina de 5 milésimes de pulgada(0,127 mm) de
aluminio 1145-H19, obtenible de la Aluminun Company of Ame-
rica. La placa revestida es secada por aire forzado aproxi-
madamente a 1002C, durante unos 5 minubtos. ELl grosor de la

la pelicula seca es de unas 8 micras. Se aplica sobre la su-
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perficie superior de la capa resinosa, una capa de Titanox
RA-10 pulverizado finamente, didxido de titanio obtenible
de la Titanium Pigment Coxrporation, fmtando con un trozo de
algodbén, hasta que queda formada una capa de particulas apa-
ratamente uniforme. La placa revestida es cargada a un po-
tencial negativo mediante descarga de corona por el método
descrito por Carlson en la patente estadounidense nimero
2.588.699, La unidad de corona es mantenida aproximadamente
a 7500 voltios. Se expone la placa cargada mediante proyec—
¢idn con una transparencia positiva en blance y negro con
un amplificador solar (Burke and Jdmes Company), Se utiliza
una lémpara Photoflood BBA de la General Electric de 250
watios y una temperatura cromidtica de 34002K . La exposi-
cibn total es de 200 pies-bujlas-segundos aproximadamente.
La placa que conbtime la imégen latente electrostatica es
sumergida en un bafio de disolvente revelador consistente en
tetracluroro de carbono, dirante unos 30 segundos. Luego se
retira la placa del baiio revelador y se seca. Se observa
sobre la placa una excelente imagen correspondiente a la
proyectada. La imagen de la placa comprende una delgada capg
de didéxido de titanio. La capa resinosa y el didxido de
titanio innecesario han sido separados en el bafic de revela-

do.
Ejemplo IT

Se prepara una placa disolviendo inicialmente unas
8 partes de Bakelite Resin 5254 en una mezcla disolvente
formada aproximadamente por 10 partes & tolueno y 8 partes
de acebona. Se aflade sproximadamente 1 parte de trifenilami

na a la solucidn resinosa y se agita la mezcla hasta que Ho-
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dos los materiales quedan blen dispersos. La solucidn se
aplica como revestimiento sobre una limina de aluminio, se
cura, se recubre con didxido de titanio, se carga, se expone
¥ se refefé como en el ejemplo I. La placa recibe la ima-
gen aproximadamente 30 minubtos despues del curado. Se ob-
serva sobre ella una imagen positiva de buena calidad. Se
pmpara una segunda placa como anteriormente se describe y
se mantiene a temperatura ambiente durante unos 6 dias. La
placa es luego cargada, expuesta y revelada como @meda des—~
crito. Se obtiene unas imagen negativa de buena calidad.
Fjemplo ITT

Se prepara una placa como en el ejemplo II, con la
excepcidn de que se afiade a la solucidn resinosa aproxima-
damente un 1% de Rhodamine B Base, un tinte xanteno obte-
nible en Alied Chemical Company. La placa asi sensibiliza-
da con el tinte, es preparada ,cargada, expuesta y revela-
da como en el ejemplo I. Esta placa recibe la imagen apro-
ximadamente una hora después del curado. Se observa que es-—
ta placa se revela mas mpidamente en el Wilo de disclvente
y forma una imagen positiva ligeramente perfeccionada res-
pecto a la producida en el ejemplo II. Se prepara una se-
gunda placa como anteriormente se describe y se mantiene a
temperatura ambiente durante unos 6 dias. La placa es lue-
go cargada, expuesta y revelada como queda descrito. Se ob-
tiene una imagen negativa de buena calidad.

Ejemplo IV

Se prepara una placa disolviendo aproximadamente
9 partes de Bakelite Resin 5254, aproximadamente 1 parte
de 2,5-bis (p-aminofenil)-1l,3,4~oxadlazol, obtenible en

Kalle and Compeny, de Wiesbaden (Alemsnia) y aproximadamentd
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0,1 parte de Rhodamine B Base. Esta soluciln resinosa se
aplica como revestimiento sobre un substrato de aluminio,
y la capa es curada, recubierta, cargada, expuesta y reve-
lada como en el Ejemplo I. Esta placa recibe la imagen unos
10 minutos después del -curado. Se obtiene una imagen posi-

tiva de buena calidad.

Ejemplo V

Se prepara una placa disolviendo inicialmente unas
9 partes de Piccotex 100, una mezcla de estirenos y tolue-
nos de vinilo polimerizados, obtenible en la Pennsylvania
Industrial Chemical Company en 20 partes aproximadamente

de tolueno. Se afiade aproximadamente 1 parte de 1,3,6,8-

tetranitrocarbazol a la solucidn resinosa y se agite la mezq

c¢la hasbta que todos los materiales guedan bien dispersos. L

solucidn es aplicada como revestimiento por flujo sobre una

lémina de alumirdo y se cura. La placa es recubierta, cargada

expuesta y revelada como en el ejemplo I. Recibe la imagen
unos 20 minutos después del curado. Se obtiene una imagen
positiva de buena calidad. Se prepara una segunda placa comg
mbteriormente se describe y se mantiene a tempemtura ambien-
te durasnte unos 6 dias, La placa es luego cargada, expues-
ta y revelada como anteriormente se describe. Se obtiene
una imagen negativa de buena calidad.
Ejemplo VI

Se prepara una solucidn resinosa disclviendo apro-
ximadamente 9 partes de Dow 693, una resina fendlica obte-
nible en Dow Chemical Company, aproximadamente en 20 partes
de tolueno. Se afiade aproximadamente 1 parte de 2,4,7-~trinid
trofluorenona a la sducidn resinosa y se agita la mezcla

hasta que todos los materiales quedan bien dispersos. Esta




10

15

20

25

30

- 14—

341082

solucidén se aplica como revestimiento sobre una lémina de

aluminio ,se cura la resina y la placs es recubierta, carga
da,expuesta y revelada como en el Ejemplo I. Esta placa re-
cibe la imagen unos 20 minubos después del curado. Se obtie-
ne una imagen posibtiva de calidad satisfactoria.

Ejemplo VIT

Se prepara una placa como en el ejemplo I, con la

excepeidn de que en lugar del didxido de titanio, la capa
resinosa es recubieba con Pure Black Iron Oxide BK-250,
6xido de hierro pulverizado obtenible en la C.K. Williamg
Company. La placa es cargada, expuesta y revelada como en el
ejemplo I. Esta placa recibe la imagen unos 30 minutos des-
pues del revestido y curado. Se observé unsa. imagen positi-
va en negro contra el substrato de aluminio, de buena cali-
dad.

Ejemplo VIITL

Se prepara una placa como en el Ejemplo I, con la
excepcién de que en lugar del didéxido de titenio, se recu-
bre la placa con sulfabto de bario pulverizado. Al cabo de
1 hora después de preparada la placa, esta es cargada ,ex-
puesta y revelada como en el Ejemplo I.8e¢ obtlene una ima-
gen positiva gue corresponde al original. Se prepara una se-
gunda placa como anteriormente se describe y se mantiene a
temperatura ambiente durante unos 6 dias. La placa es lue-
go cargada, expuesta y revelada como queda descrito, obte-
niéndose una imagen negativa de buena calidad.

Ejemplo IX

Se prepara una placa como en el ejemplo I, con la

excepcidén de que en lugar del didxido de titanio, la placa

es recubierta con particulas secadas por pulverizacidn de
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. prepararse la placa, ésta es cargada, expuesta y revelada

pues de prepararse la placa, es cargada ,expuesta y revela-

- 15~
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Phenoxy FKDA 8500 , una resina fenoxilica obbtenible en la

Union Carbide Corporation. Estas particulas resinosas tie-
nen un didmetro medio de 2 micras aproximadamente. Unos 30
ninutos despuéds de prepararse la placa, &sta es cargada ,ext
puesta y revelada como en el ejemplo I. Se observa sobre
ella una imagen positiva. Como la resina fenoxflica tiene
una solubilidad muy ligera en tetracloruro de carbono, la
imagen se adhiere bien a la placa cuando se seca.
Ejemplo X

Se prepara una placa'como en el ejemplo I, con la
excepcibén de que en lugar de didxido de titanio, la placa
es recubierta con ftalocianina sédica pulverizada, obte-
nible en el Eastman Organic Chemical Department de la East-

man Kodek Company. Una hora después , aproximadsmente,de

como en el anterior ejemplo I. Se observa una imigen posi-

tiva adaptada al original.

Ejemplo XT

Se prepara una placa como en el ejemplo I, con la
excepcidn de recubrirse en lugar de con didxido de titanio,
con cloro-almuni-cloro-ftalocianina pulverizada, obtenible

en la Eastman Chemical Company. Aproximademente 1 hors des-

da como en el ejemplo I. Se observa una imagen positiva adap
tada al original.

Ejemplo XTT

Se prepara una placa disolviendo aproximadamen-—
te 9 partes de Bakelite Resin 5254 en una mezcla disol--
vente formada aproximadamente por 10 partes de tolueno y

7 partes de acetona. A esta solucidn se aflade sproximada-
mente una pate de 2, 4, Y-trinitrofluorencna y una parte
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nido en las &reas con imagen emigrd a la superficie de la

; placa, -mientras que la resina y el didxido de titanio de las

le _

341089

aproximadamente de Tibtanoz RA-10. Se agita la mezcla hasta

gue todos los materiales quedan bien dispersos y la solu-
cibn es aplicada como revestimiento sobre una lémina de alu-
minio de un grosor de 5 micras aproximadamente, por medio
de un aplicador Bird, obtenible en Bird & Sons, Inc. Se ob-
serva que el didxido de titanio se dispersa uniformemente
por toda la capa de resina. La placa es cargada a un poten-
cial negabivo por medio de una unidad de corona mantenida
aproximadamente a 6500 voltios. La placa cargada es expues-
ta a un espectro & luz y sombra como en el ejemplo I. la
exposicibén total es de 250 pies/bujias—segundos aproximada-
mente. La placa que contiene la imagen electrostética la~
tente es sumergida en un bafio de disolvente revelador , con-
sistenpe en tebtracloruro de carbono, durante unos 20 segun-
dos. luego se retira la placa del bafio de revelado y se se-
ca. Se observa sobre ella una imagen positiva correspondien-

te al original. Se observa que el didxido de btitenio conte-

&dreas desprovistas de imagen han sido separados por el disoll
vente.

BEjemplo XIIT

Se prepara una placa como en el ejemplo XII, con la
excepcidn de emplearse sulfato de bario pulverizado en lu-
gar del diéxido de titanio. La placa es cargada, expuesta
y revelada como en el ejemplo XII, obteniéndose una imagen
positiva correspondiente al original.

Ejemplo XIV
Se prepara una placa como en el ejemplo I, con la

excepcidén de recubrise con una capa de diesbearato de hierrg
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. tenible en Crocker, Hamilton Papers Inc. con el nombre co-

pulverizado, obtenible en la Witco Chemical Company, en
lugar de con dijxido de titanio. Esta placa es cargada, ex—
puesta y revelada como en el ejemplo I, con la excepcidn de
utilizarse ciclohexano como discolvente de revelado, en lu-
gar de tetracloruro de carbono. Se obbiene una imagen posi-
tiva correspondiente al original.
Ejemplo XV

Se prepara una placa como en el ejemplo I, con la

excepcidn de usarse, en lugar del substrato de aluminio,

una lamina de papel conducbor recubierto de carbono, ob-

mercial de T-62-5-16A. La placa tiene en este caso un gro-
sor de 25 micras aproximadamente. La placa es cargada, ex—
puesta y revelada como en el ejemplo I. Se observa una ima-
gen positiva correspondiente al original. La imagen aparece
en férma de Adreas blancas (didxido de titanio) sobre un fon-
do de carbono negro.

Aunque en los anberiores ejemplos relacionados- con
métodos de preparacidén de placas fotoelectrosologréificas
v con métodos de formacién de imigenes usando dichas placas
se han descrito componentes y proporciones especificos,
pueden utilizarse con resultados similares obtros maberia-
les adecuados, tales como los anbteriormente enumerados. Ade+
mAs, pueden afladirse otros materiales a la capa reblandeci-
bles o fracturables de las placas para sinergizar, acentuar
o modificar de otro modo sus propiedades. Por ejemplo , la
capa reblandecible fotoconductora puede incluir varios sen=—
sibilizadores espectrales o eléctricos y la capa fracturabld
puede inclur varios colorantes, egin se desee. Asimismo

el material fracturable puede aplicarse , en la configura-
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cidén de la capa superficial, por cualquier técnica conven-—
cional por ejemplo evaporacidn en vacio o en cascada, como
describe ﬁélkup en la patente estadounidense nimero -
2,618,551,

Los expertos en el arte idearédn tras la lectura de
la presente descripcidn otras modificaciones y ramificacid
nes de la invencién, las cuales deberan considerarse como
incluidas en el admbito de la presente invencidn.

En resumen la Patente de Invencidn que se solicita
deberi recaer sobre las siguientes:

REIVINDICACIONES

1. Procedimiento fotoelectrosologréfico de forma-
cidén de imigenes, que comprende la formacldn de una imagen
electrostatica latente sobre un miembro y el reblandecimien
to de dicha capa reblandecible, en virtud de lo cual por-
clones del cibado material fracturable emigran al substratbo
conductor con configuracidn de imagen.

2. Procedimiento segln las reivindicacién 1, en el
que dicha imdgen latente electrostéatica se forma cargando
uniforme y electrostaticamente la superficie del referido
miembro y exponiendo tal superficie a una imagen de radia-
cidn electromagnética-activadora.

3, Procedimiento seglin las reivindicacidnes 1 o 2,
en-el que dicha capa reblandecible es reblandecida por in-
mersién de dicho miembro en un disolvente de la citada capa
y lavando simulbténeamente la mencionada capa y porciones de
dicho material fracturable, al biempo que se permite la emi
gracidén de otras porciones del referido material fracturable
a dicho substrabo con configuracidén de imagen.

4, Procedimiento seglin las reivindicaciones 1 o 2,
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. que comprenda un substrato confuctor recublerto con una ca-

" pa intermedia constituida por un mabterial fotoconductor

" trostética latente sobre dicho miembro; (¢) revelar la cita

i da imagen mediante inmersion del referido miembro en un di-

en el que dicha capa reblandecible es reblandecida mediante
su exposicidn a vapores de un disolv;nte de tal capa.

5. Procedimiento seglin las reivindicaciones 1 o 2,
en el que dicha capa reblandecible es reblandecida mediante
su calentamiento aproximadamente a su temperatura de fusidn,

6. Procedimiento segin cualguiera de las relvindica
ciones 1 a 5, en el que dicho material fracturable es apli
cado como revestimiento sobre la superficie de la citada ca
pa reblandecible.

7. Procedimiento seglin cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 5, en el que dicho material fracturable es dig
persado en dicha capa reblandecible.

8. Procedimiento seglin la reivindicacidén 1, que

comprende las operaciones de (a) proporcionar un miembro

orgénico soluble, cuya capa es a su vez recubierta con un
material orginico desmenuzado que difiers, en cuanto a solu

bilidad, de la capa intermedia; (b) formar una imagen elec-

solvente de la citbada capa intermedia, que proporcione ad-
herencia a dichas particulas, en virtud de lo cual algunas
de égbtas emigran al referido substrato conductor con con-

figuracidn de imagen, mienbras la capa intermedia, y las paxn
culas restantes son lavadas por el disolvente; y (d) secar

dicho miembro, con lo que las citadas particulas de la ima-
gen son fijadas a dicho miembro.

9, Se reivindica por Gltimo como objeto sobre el

que ha de recaer la patente de invencidn que se solicita:

(33
I
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"PROCEDIMIENTO FOTOELECTROSOLOGRAFICO DE FORMACION DE IlMA-
GENES",

Todo conforme gueda descrito y reivindicado en la

presente memoria descriptiva que consba de veinte péginas

Emecanografiadas ¥ dibujos adjuntos.

Madrid, 27 de mayo de 1.967

BERNARDO UNGRIA
PeDo
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